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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(fj) Laserdiodenbauelement mit Warmesenke 

(§7) Bel dem erfindungsgema&en Laserdiodenbauelement let 
der Halbleiterkdrper (1) auf einer Warmesenke befestigt, die 
aus einem Kuhlkdrper (12) und einer elektrisch und ther- 
misch leitenden AnschluSplatta (3) besteht. Der Halbleiter- 
kdrper (1) let auf der Anschlufcplatte (3) befestigt, die 
wiederum auf dem Kuhlkdrper (12) aufgebracht ist. Die 
AnschluSplatte (3) besteht eus einem Material, dessen 
thermischer Ausdehnungskoeffizienten dem thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten des Halbieitermaterials des Haib- 
leiterkdrpers (1) ihnllch ist. Die Verbindungsschicht (2) 
zwischen Halbleiterkdrper (1) und Anschlu&platte (3) besteht 
beisplelsweise aus Hartlot. Der Kuhlkdrper (12) ist beispiels- 
weise mitteis eines therm isch leitenden Kiebstoffes an der 
Anschlu&platte (3) befestigt. Eine Vieizahl solcher Laserdio- 

™ denbauelemente kann als Einheit gefertigt und anschlie&end 

f zerteilt warden. 
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Beschreibung Diese Aufgabe wird dadurch gelost, daB die Warme- 

senke einen KQhlkdrp r und eine zwischen dem Halb- 
Die Erfindung bezieht sich auf ein Laserdiodenbau- leiterkdrper und dem Kuhlkdrper angeordnete ther- 
element, bei dem ein Halbleiterkdrper auf einer Warme- misch und elektrisch leitende AnschluBplatte aufweist 

senke bef estigt ist 5 Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der 
Die Verlustwarme von Laserdioden, insbesondere Unteranspruche 2 bis 9. Bevorzugte Verfahren zum ko- 
Hochleistungs-Laserdioden und -Laserdiodenbarren, stengtinstigen Herstellen einer Mehrzahl von erfin- 
muB mdglichst schnell und gleichmaflig abgefOhrt wer- dungsgemaBen Laserdiodenbauelementen sind Gegen- 
den. Starke Temperaturschwankungen wahrend des Be- stand der AnsprOche lOund 11. 

triebes fQhren namlich zu Wellenlangenverschiebungen io Die Erfindung wird anhand zweier Ausfuhrungsbei- 
und eine zu starke Temperaturerhdhung ist mit einer spiele in Verbindung mit den Fig. 1 bis 3b naher erlau- 
Wirkungsgradminderung verbunden, im Extremfall tert 

kann sie sogar zur Zerstorung der Laserdiode fOhren. Es zeigen: 

Aus der deutschen Offenlegungsschrift DE43 15 581 Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Schnittes 

ist eine Laserdiode mit KOhlsystem bekannt, bei der ein 15 durch das Ausfiihrungsbeispiel, 

Laserdioden-Chip auf einer Grundplatte, die aus Silizi- Fig. 2a bis 2e eine schematische Darstellung eines er- 

um oder Kupfer besteht, befestigt ist In die Grundplatte sten Verfahrens zum Herstellen einer Mehrzahl von er- 

oder in das Substrat des Halbleiterkdrpers des Laser- findungsgemafien Laserdiodenbauelementen, 

diodenchips sind mittels Laserstrahibearbeitung, Stan- Fig. 3a und 3b eine schematische Darstellung eines 

zen, Galvanotechnik und/oder Atzen Kanale eingear- 20 zweiten Verfahrens zum Herstellen einer Mehrzahl von 

beitet, die nach dem Zusammen fflgen der Grundplatte erfindungsgemaBen Laserdiodenbauelementen. 

mit dem Halbleiterkdrper ein sogenanntes Mikrokanal- Bei dem in Fig. 1 gezeigten Laserdiodenbauelement 

system ausbilden. Ein in dem Mikrokanalsystem flieBen- handelst es sich urn eine seitlich abstrahlende Hochlei- 

desKuJilmittelhatdaherdirektenKontaktzumHalblei- stungs- Laserdiode, deren Halbleiterkdrper 1 beispiels- 

terkdrperdesLaserdioden-Chips. 25 weise aus GaAs, AJGaAs und/oder InAlGaAs besteht 

Die Schwierigkeit des oben beschriebenen Aufbaus Auf die Endflachen 8 und 9 des Halbleiterkorpers 1 ist je 

aus Grundplatte und Laserdioden-Chip besteht insbe- eine Spiegelschicht 10, 11 aufgebracht Als Spiegelmate- 

sondere darin, zwischen Laserdioden-Chip und Grund- rial ist beispielsweise AI2O3, Si, Si02, Si3N 4 oder SiC 

platte eine Verbindung herzustelien, die alterungsbe- verwendet Der Halbleiterkdrper 1 ist mittels einer Ver- 

standige homogene elektrische und thermische Eigen- 30 bindungsschicht 2 auf einer AnschluBplatte 3 befestigt 

schaften aufweist Im Falle unterschiedlicher thermi- Die Verbindungsschicht 2 besteht beispielsweise aus ei- 

scher Ausdehnungskoeffizienten von Grundplattenma- nem Hartlot, z. B. aus Au oder aus einer AuSn-Legie- 

terial (Si, Cu) und Halbleitermaterial (z. B. GaAs, Al- rung und kann bei Bedarf beispielsweise mittels Mas- 

GaAs und/oder AlGaAsIn), kdnnen im Betrieb an der kentechnik oder Photolithographie strukturiert sein. 

Grenze zwischen Halbleiterkdrper und Grundplatte 35 Zur Verbesserung der Ldteigenschaften der AnschluB- 

mechanische Spannungen entstehen, die haufig zum platte 3 und der Alterungsbestandigkeit der Ldtverbin- 

partiellen oder vollstandigen AbreiBen des Halbleiter- dung kann auf die AnschluBplatte 3 beispielsweise eine 

kdrpers von der Grundplatte fQhren kdnnen. Die damit elektrisch leitende Schicht aus einem geeigneten Metall 

verbundeneVerschlechterungderWarmeableitungund oder einer Metall-Legierung (z.B. eine TiPtAu- oder 

Inhomogenitat der Stromverteiiung kann im Extremfall 40 eine TiPdAu-Legierung) aufgebracht sein. 

zur Zerstorung des Laserdioden-Chips fuhren. An die AnschluBplatte 3, die sowohl als thermischer 

Derartige Probleme beschranken sich nicht aus- als auch als elektrischer AnschluB fur den Halbleiterkdr- 

schlieBlich auf Laserdioden, sondern treten bei samtli- per 1 genutzt ist, ist ein AnschluBdraht 37 gebondet oder 

chen Halbleiterbauelementen auf, die im Betrieb grdBe- geldtet Die an die Strahlaustrittsflache 8 des Halbleiter- 

ren Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. 45 kdrpers 1 angrenzende Seitenflache der AnschluBplatte 

Dem oben beschriebenen Problem wird bislang in der 3, ist derart abgeschragt, daB zum einen eine maximale 

Halbleitertechnik im allgemeinen dadurch begegnet Warmeableitung gewahrleistet ist, und zum anderen 

daB zur Verbindung zwischen Halbleiterkdrper und keine Reflexionen des Laserstrahles auf der AnschluB- 

Kuhlkdrper ein elastisches oder plastisch verformbares platte 3 auftreten, die den Laserstrahl stdren kdnnten. 

Verbindungsmittel, wie beispielsweise Weichlot, ver- 50 Auf der Oberseite 13 des Halbleiterkdrpers 1 ist mittels 

wendet wird. Unterschiedliche thermische Ausdehnun- einer Verbindungsschicht 15, die aus demselben Materi- 

gen von Grundplatte und Halbleiterkdrper sollen hier- al wie die Verbindungsschicht 2 bestehen kann, eine 

bei durch die Verformbarkeit des Verbindungsmittels weitere AnschluBplatte 14 befestigt Der Verbund aus 

kompensiert werden. Bekannte solche Verbindungsmit- dem Halbleiterkdrper 1 und den AnschluBplatten 3, 14 

tel sind beispielsweise Weichlote wie Zn oder PbZn-Le- 55 ist mit der Unterseite 6 der AnschluBplatte 3 auf einem 

gierungen. KOhlkdrper, bestehend aus einer KOhlplatte 12 und ei- 

Diese Verbindungsmittel erfOUen jedoch nicht die ner Kfihlmittelzufuhrung 34 bef estigt 

hinsichtlich Homogenitat der elektrischen und thermi- Um die mechanischen Spannungen an den Grenzen 

schen Eigenschaften und Zuveriassigkeit bei mechani- zwischen dem Halbleiterkdrper 1 und den AnschluB- 

scher Beanspruchung fOr einen stabilen Betrieb des La- 60 platten 3, 14 aufgrund von unterschiedlichen thermi- 

serdiodenbauelements notwendigen Anforderungen. schen Ausdehnungen so gering wie mdglich zu halten, 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Laser- bestehen die AnschluBplatten 3, 14 vorzugsweise aus 

diodenbauelement der eingangs genannten Art zu ent- einem Material, das einen ahnlichen thermischen Aus- 

wickeln, bei dem die Verbindung zwischen Halbleiter- dehnungskoeffizienten aufweist wie das Material des 

kdrper und Warmesenke alterungsbestandige homoge- 65 Halbleiterkdrpers 1. AuBerdem muB dieses Material gu- 

ne elektrische und thermische Eigenschaften aufweist te elektrische und thermische Leitfahigkeit besitzen, da 

und gleichzeitig ine hohe mechanische Stabilitat be- zumindest die AnschluBplatte 3 sowohl zur Stromzufah- 

sitzt rung als auch zur Warmeableitung genutzt ist Fur einen 
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Halbleiterkdrpers 1 aus GaAs, AlGaAs und/oder In- 
GaAsP ist beispielsweise Molybdan ein Material das 
den oben genannten Anfordeningen gerecht wird. 

Die Dicke der AnschluBplatte 3 liegt zum Beispiel 
zwischen 20 und 100 urn und die Dicke der Verbin- 
dungsschicht 2 zwischen 1 und 2 u=m. Dadurch ist ge- 
wahreistet daB der Warmewiderstand dieser beiden 
Komponenten gering ist, und die im Betrieb im Halblei- 
terkdrper 1 entstehende Warme weitgehend ungehin- 
dert an die Kflhlplatte 12 abgefQhrt wird. 

Ein Vorteil des in Fig, 1 gezeigten Laserdiodenbau- 
elements besteht u. a, darin, daB der Halbleiterkdrper 1 
in einfacher Weise und zuverlassig auf die AnschluB- 
platte 3 geidtet werden kann, da die AnschluBplatte 3 
aufgrund ihrer geringen Dicke sehr exakt nach einem 
vorgegebenen Temperaturprogramm auf die ge- 
wunschte(n) Ldttemperatur(en) aufgeheizt werden 
kann. Ein exakt durchfflhrbares Temperatur-Zeit-Profil 
ist bekanntlich fur die Herstellung von homogenen und 
reproduzierbaren Ldtstellen von wesentlicher Bedeu- 
tung. 

Zum Ldten eignet sich beispielsweise bevorzugt ein 
Hochleistungs-Halbleiteriaser, da sich dessen Leistung 
einfach und genau regeln und somit die Temperatur und 
die Dauer des Ldtvorgangs genau einstellen laBt Der 
Ldtvorgang kann beispielsweise durch Bestrahlen der 
Unterseite 6 der AnschluBplatte 3 rait Laserstrahlung 
erfolgen. Erforderlichenfalls kann die AnschluBplatte 3 
auch vorgeheizt sein. 

Die Kflhlplatte 12 besteht zum Beispiel aus Diamant 
oder einem anderen gut warmeleitenden Material Als 
Verbindungsmaterial zwischen Kflhlplatte 12 und An- 
schluBplatte 3 eignet sich beispielsweise ein metallisches 
Weichlot wie Zn oder PbZn-Legierungen oder ein ther- 
misch leitender elastischer Klebstoff. Die Kiihlplatte 12 
ist mit Hilf e eines Kuhlmittels 19, das ilber eine Kflhlmit- 
telzufuhrung 34 an die Kflhlplatte 12 herangefflhrt und 
wieder abgefuhrt wird, permanent gekuhlt Als Kflhlmit- 
tel 19 ist beispielsweise Wasser verwendet 

Die AnschluBplatte 14 dient im Ausfuhrungsbeispiel 
nach Fig. 1 ausschlieBlich als elektrischer AnschluB fur 
die Laserdiode. Falls erforderlich, kann aber auch auf 
dieser AnschluBplatte 14 eine Kflhlplatte angebracht 
werden, urn den Halbleiterkdrper 1 zusa* tzlich zu kfthlen. 
Ebenso kann, falls nur elektrische Kontaktierung vorge- 
sehen ist, anstelle der Kflhlplatte 14 eine Kontaktmetal- 
lisierung, z. B. aus Al oder aus einer Al-Basislegierung, 
auf den Halbleiterkdrper 1 aufgebracht sein. 

Nach dem Befestigen des Halbleiterkdrpers 1 auf der 
AnschluBplatte 3 kann das Laserdiodenbauelement in 
einfacher Weise, beispielsweise mittels eines thermisch 
Ieitenden Klebstoffes, auf den vorgefertigten Kflhlkdr- 
per 7 beispielsweise geklebt, geidtet oder geschweiBt 
werden. Da das Verbindungsmaterial zwischen An- 
schluBplatte 3 und Kflhlkdrper 7 keine elektrische Leit- 
f&higkeit aufweisen muB, kann es aus einem elastischen 
Klebstoff bestehen, der zur Erzeugung einer thermi- 
schen Leitfahigkeit mit einem thermisch Ieitenden Ma- 
terial gefulit ist Mechanische Spannungen aufgrund von 
stark unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoef- 
fizienten von Halbleitermaterial und Kflhlkdrpermate- 
rial kdnnen damit weitgehend kompensiert werden. 

Zur Kflhlung des Halbleiterkdrpers 1 kann anstelle 
der Kflhlplatte 12 von Fig. 1 beispielsweise auch ein 
herkommlicher Lamellenkflhler oder ein Mikrokanal- 
kuhler verwendet werden. 

Die Herstellung einer thermisch und elektrisch homo- 
genen und mechanisch stabilen Verbindung zwischen 



einem Halbleiterkdrper 1 und einer AnschluBplatte 3, 13 
ist erfahrungsgem&B dann sehr schwierig, wenn die 
Kontaktflachen — im Ausfflhrungsbeispiel zwei sind 
dies die Oberseite 13 und die Unterseite 20 — des Halb- 
5 leiterkdrpers 1 mit einem Material verunreinigt sind, das 
das der Verbindungsschicht 2, 15 nur schlecht benetzt 
Eine solche Verunreinigung tritt zum Beispiel haufig bei 
der Herstellung der Spiegelschichten 10, 11 das opti- 
schen Resonators einer Laserdiode auf. Diese Spiegel- 
io schichten 10, 11 werden allgemein unmittelbar nach der 
Herstellung des Halbleiterkdrpers 7 aufgebracht Daher 
ist es nur mit SuBerst groBem Aufwand mdglich, eine 
Verunreinigung der Kontaktflachen des Halbleiterkdr- 
pers 1 mit Spiegelmaterial zu verhindern. 
15 Dieses Problem kann vermittels Verwendung der 
oben beschriebenen AnschluBplatte(n) 3(, 14) dadurch 
geldst werden, daB die Spiegelschichten 10, 1 1 nach dem 
Befestigen des Halbleiterkdrpers 1 auf der (den) An- 
schluBplatte(n) 3(, 14) aufgebracht werden. Die Homo- 
20 genitat und Zuverlassigkeit der Verbindungsschichten 2, 
15 sowie deren Reproduzierbarkeit kann dadurch im 
Vergleich zu Verbindungsschichten, die nach dem be- 
kannten Verfahrensablauf hergestellt sind, deutlich ver- 
bessert werden. Um eine Abschattung von Teilberei- 
25 chen der Seitenflachen 8, 9 des Halbleiterkdrpers 1 beim 
Spiegelbeschichten sowie eine Stoning des vom Halb- 
leiterkdrper 1 ausgesandten Laserstrahles durch Refle- 
xion auf der (den) AnschluBplatte(n) 3(, 14) zu unterbin- 
den, darf (dflrfen) die AnschluBplatte(n) 3(, 14) nicht oder 
30 nur geringf flgig breiter sein als die Resonatorlange ( ~ 
Abstand der beiden Spiegelschichten 10, 11) der Laser- 
diode. 

Die Breite der AnschluBplatte 3 und der AnschluB- 
platte 14 kann beispielsweise der Resonatorlange der 

35 Laserdiode entsprechen bzw. kleiner als die Resonator- 
lange sein. Der Halbleiterkdrper 1 ist dann derart auf 
der AnschluBplatte 3 positioniert, daB dessen Laser- 
strahlaustrittsflache mit einer Seitenflache der An- 
schluBplatte 3 bundig abschlieBt Ebenso kann die an die 

40 Laserstrahlaustrittsflache angrenzende Seitenflache der 
AnschluBplatte 3, wie in Fig. 1 gezeigt, derart abge- 
schragt sein, daB die Laserstrahlung nicht gestdrt wird 
und gleichzeitig eine maximale Warmeableitung ge- 
wahrleistet ist 

45 Die Verwendung einer (von) erfindungsgemaBen An- 
schluBplatte(n) 3(, 14) ist fur die soeben beschriebene 
Reihenfolge der Verfahrensschritte besonders vorteil- 
haf t Aufgrund der Anpassung der thermischen Ausdeh- 
nung der AnschluBplatten 3, 15 ist es namlich zulassig, 

so die Spiegelschichten 10, 11 flber den Halbleiterkdrper 1 
hinaus ragen zu lassen, ohne daB deren Bruchgefahr 
aufgrund mechanischer Spannungen, ausgeldst durch 
unterschiedliche thermische Ausdehnungen, erhdht 
wird. Das letztgenannte Problem kdnnte zwar auch da- 

55 durch geldst werden, daB die Spiegelschichten 10, 1 1 nur 
auf den Halbleiterkdrper 1 aufgebracht sind. Die Anfor- 
derung, daB die Spiegelschichten 10, 11 gleichzeitig auf 
den Seitenflache 8, 9 uberall die gleiche Dicke aufwei- 
sen, ware dann jedoch nur mit sehr groBem prozeBtech* 

60 nischen Aufwand verbunden. Eine gleichmaBige Dicke 
der Spiegelschichten 10, 1 1 ist jedoch fur die Erzeugung 
einer mdglichst stdrungsfreien Laserstrahlung unbe- 
dingt erforderlich. 
In den Fig. 2a bis 2e ist schematisch ein Verfahren 

65 dargestellt, mit dem auf einfache und rationelle Weise 
eine Vielzahl von Halbleiterkdrpern 1 mit je einer An- 
schluBplatte 3, 14 auf der Unterseite 20 und der Obersei- 
te 13 hergestellt werden kann. Bei diesem Verfahren 
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wird zunachst eine Mebrzahl von Halbleiterkdrpern 1 
auf einem Leiterband 21, auf dem das Material der Ver- 
bindungsschicht 2 bereits aufgebracht ist befestigt Das 
Leit rband 21 besteht aus dem Material der AnschluB- 
platte 3 und weist zwei randseitige perforierte FOh- 5 
rungs- und Transportstreif en 22 auf, die dber voneinan- 
der getrennte Stege 23 miteinander verbunden sind. 
Nach der Montage der Halbleiterkdrper 1 auf das Lei- 
terband 21 wird auf den Oberseiten 13 der Halbeiter- 
korper 1 ein zweites Leiterband 24 befestigt das, wie 10 
das Leiterband 21, zwei randseitige perforierte Fflh- 
rungs- und Transportstreifen 25 aufweist die Uber von- 
einander getrennte Stege 26 miteinander verbunden 
sind. Auch hier ist das Material der Verbindungsschicht 
15 bereits auf das Leiterband 24 oder auf dem Halblei- 15 
terkdrper 1 aufgebracht Das Leiterband 24 besteht vor- 
zugsweise aus demselben Material wie das Leiterband 
21. Die Stege 26 des Leiterbandes 24 sind schmaler als 
die Stege 23 des Leiterbandes 21, was jedoch nicht als 
Einschrankung auf diesen Fall zu betrachten ist Ebenso 20 
kdnnten die Stege 23 und 26 eine gleiche Breite aufwei- 
sen, oder die Stege 26 breiter als die Stege 23 sein. 

Als Ldtverfahren zum festen Verbinden der Leiter- 
bander 21 und 24 kann das weiter oben beschriebene 
Laserldten oder auch jedes andere geeignete Ldtverf ah- 25 
ren eingesetzt werden. 

Nachfolgend wird der oben beschriebene sandwich- 
artig aufgebaute Verbund aus den beiden Leiterban- 
dern 21, 24 und den Halbleiterkdrpern 1 zwischen den 
Stegen 23, 26 in Einzelstreifen 28 aufgetrennt Die 30 
Fig. 2c zeigt einen Schnitt durch einen soichen Einzel- 
streifen 28 entlang der in Fig. 2b eingezeichneten Linie 
A-A. Zur Weiterverarbeitung, beispielsweise zur Spie- 
gelbeschichtung, kann nachfolgend, wie in Fig. 2d ge- 
zeigt, eine Mehrzahl solcher Einzelstreifen 28 auf Fun- 35 
rungsschienen 29, die beispielsweise durch die Perfora- 
tionsldcher 27 verlaufen, aufgeschoben und ubereinan- 
dergestapelt werden. Ein Schnitt durch einen soichen 
Stapelverbund 30 entlang der in Fig. 2d eingezeichneten 
Linie B-B ist in Fig. 2e gezeigt Hierin ist durch die Pfeile 40 
31 das Beschichten der Seitenflachen der Halbleiterkdr- 
per 1 mit Spiegelmaterial, beispielsweise mittels Auf- 
darnpfen, angedeutet Nach Fertigsteilung der Ver- 
bunde aus Halbleiterkdrper I und AnschluBplatten 3, 14 
wird der Stapelverbund 30 in die gewunschten Einhei- 45 
ten, in Einzelchips oder in Arrays aus mehreren Laser- 
dioden, vereinzelt 

Die in den Fig. 3a und 3b dargesteilte zweite Verfah- 
rensvariante zum rationellen Verbinden einer Mehrzahl 
von Halbleiterkdrpern 1 mit AnschluBplatten 3, 14 eig- 50 
net sich insbesondere zum Herstellen von Serienschal- 
tungen aus mehreren Laserdiodenbauelementen. Bei 
diesem Verfahren wird ein Leiterband 32 verwendet 
das in bestimmten Abstanden Verbreiterungen 33 auf- 
weist Das Leiterband 32 ist auf der Ober- und Untersei- 55 
te in den Kontaktbereichen mit Verbindungsschichten 2 
bzw. 15 versehen und besteht wiederum aus einem Ma- 
terial mit einem ahnlichen thermischen Ausdehnungs- 
koeffizienten wie das Halbleitermaterial der Halbleiter- 
kdrper 1. Als Material fur die Verbindungsschichten 2, 60 
15 eignet sich ein Hartlot, beispielsweise Au oder eine 
AuSn-Legierung. Die Verbindungsschichten 2, 15 kdn- 
nen vor der Montage ebenso auf den Halbleiterkdpern 
1 aufgebracht werden. 

DerM ntageablauf der in den Fig. 3a und 3b schema- 65 
tisch dargestellten Verfahrensvariante zur Herstellung 
einer Mehrzahl von Einzelbauelementen oder einer 
Mehrzahl von Serienschaltungen aus mehreren Laser- 



diodenbauelementen, weist folgende aufeinanderfol- 
gende Verfahrensschritt auf: 

1. Befestigen eines Halbleiterkdrpers 32 auf einer 
Verbreiterung 30 des Leiterbandes 29, beispiels- 
weise mittels Laserldten durch Laserbestrahlung 
35 der Unterseite des Leiterbandes 32; 

2. Durchschneiden des Leiterbandes 32 im schma- 
len Bereich des Leiterbandes 32; 

3. Biegen des Leiterbandes 32 derart, daB zumin- 
dest ein Teil der Unterseite des schmalen Bereiches 
des Leiterbandes 32 in Hdhe der Oberseite des 
Halbleiterkdrpers 1 zu Iiegen kommt; 

4. Schmalen Bereich des Leiterbandes 32 fiber den 
benachbarten Halbleiterkdrper 1 schieben; 

5. Befestigen des schmalen Bereiches des Leiter- 
bandes 32 auf dem Halbleiterkdrper 1, beispiels- 
weise mittels Laserbestrahlung 36; 

6. Wiederholen des Vorganges, beginnend bei 
Schritt 1. 

Falls erforderlich, kdnnen auch bei diesem Verfahren 
nach der Leiterbandmontage Deckschichten, wie bei- 
spielsweise Spiegelschichten far den optischen Resona- 
tor einer Laserdiode, auf den Halbleiterkdrper 1 aufge- 
bracht werden. 

Denkbar ist bei dem in den Fig. 2a und b dargestellten 
Verfahren auch die Verwendung eines Leiterbandes mit 
durchwegs gleicher Breite, wenn dies von Vorteil oder 
notwendig ist 

Das Leiterband 32 kann in bestimmten Abstanden mit 
Ldchern versehen sein, so daB gegebenenfalls Leiter- 
bandabschnitte mit Halbleiterkdrpern 1 ahnlich der 
Fig. 2d auf Fahrungsschienen aufgeschoben und Ober- 
einandergestapelt werden kdnnen. 

Die oben beschriebenen Bauarten von Laserdioden- 
bauelementen und Verfahren zu deren Herstellung sind 
nicht nur auf einzelne Laserdiodenbauelemente, wie 
Einzellaserdioden und Einzeltransistoren beschrankt, 
sondern kdnnen ebenso beispielsweise bei Laserdioden- 
barren und integrierten Schaltkreisen verwendet wer- 
den. 

Patentanspruche 

1. Laserdiodenbauelement bei dem ein Halbleiter- 
kdrper (1) auf einer Warmesenke befestigt ist, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Warmesenke einen 
Kuhlkdrper (12) und eine erste elektrisch und ther- 
misch leitende AnschluBplatte (3) aufweist, die zwi- 
schen dem Halbleiterkdrper (1) und dem KOhlkor- 
per (12) angeordnet ist 

2. Laserdiodenbauelement nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet daB die erste AnschluBplat- 
te (3) aus einem Material besteht, das einen ahnli- 
chen thermischen Ausdehnungskoeffizienten auf- 
weist, wie das Halbleitermaterial des Halbleiter- 
kdrpers (1). 

3. Laserdiodenbauelement nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dafl der Halbleiterkdrper 
(1) mittels eines Hartlotes auf der ersten AnschluB- 
platte (3) befestigt ist 

4. Laserdiodenbauelement nach einem der Anspru- 
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet daB der Kuhl- 
kdrper (12) an der ersten AnschluBplatte (3) befe- 
stigt ist 

5. Laserdiodenbauelement nach einem der AnsprG- 
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet daB die erste 
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AnschluBplatte (3) als erster elektrischer AnschluB 
fur den Halbleiterkdrper (1) genutzt ist 

6. Laserdiodenbauelement nach einem der Ansprti- 
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB an dem 
Halbleiterkdrper (1) eine zweite AnschluBplatte 5 
(14) befestigt ist, die als zweiter elektrischer An- 
schiuB des Halbleiterkdrpers (1) genutzt ist. 

7. Laserdiodenbauelement nach Anspruch 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die beiden AnschluB- 
platten (3, 14) auf gegendberiiegenden Seiten des 10 
Halbleiterkdrpers (1) angeordnet sind 

8. Laserdiodenbauelement nach einem der Ansprtt- 
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB das Mate- 
rial der zweiten AnschluBplatte (14) einen ahnli- 
chen thermischen Ausdehnungskoeffizienten auf- 15 
weist wie das Material der ersten AnschluBplatte 
(3). 

9. Verfahren zum Herstellen einer Mehrzahl von 
Laserdiodenbauelementen nach einem der Anspru- 
che 6 bis 8, gekennzeichnet durch die Verfahrens- 20 
schritte: 

a) Befestigen einer Mehrzahl von Halbleiter- 
kdrpern (1) auf einem ersten Leiterband (21), 
das aus dem Material der AnschluBplatte (3) 
besteht, 25 

b) Befestigen eines aus dem Material der zwei- 
ten AnschluBplatte (14) bestehenden zweiten 
Leiterbandes (24) auf der Mehrzahl von Halb- 
ieiterkdrpern(l), 

c) Zertrennen des Verbundes aus den beiden 30 
Leiterbandern (21, 24) und der Mehrzahl von 
Halbleiterkdrpern (1). 

10. Verfahren zum Herstellen einer Mehrzahl von 
Laserdiodenbauelementen nach einem der Ansprii- 
che 6 bis 8, gekennzeichnet durch die Verfahrens- 35 
schritte: 

a) Befestigen eines Halbleiterkdrpers (1) auf 
einem Leiterband (32), das aus dem Material 
der AnschluBplatte (3) besteht, 

b) Durchtrennen des Leiterbandes (32) 40 

c) Verfonnen des Leiterbandes (32) derart, daB 
ein Teilbereich (38) des Leiterbandes (32) in 
Hdhe der Oberseite (13) des Halbleiterkdrpers 
(1) zu iiegen kommt, 

d) Befestigen des Teilbereiches (38) des Leiter- 45 
bandes (32) auf der Oberseite (13) des Halblei- 
terkdrpers (1) 

e) Zertrennen des Leiterbandes (32) in einzel- 
ne Halbeiterkdrper (1) oder in Arrays aus 
mehreren seriell verschalteten Halbleiterkdr- 50 
pern(l). 
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Abstract 


A laser diode component includes a semiconductor body secured on a heat sink which includes a dissipator and an electrically and 
thermally conductive connection plate. The semiconductor body is secured to the connection ptate, which in turn is applied to the 
dissipator. The connection plate is formed of a material having a coefficient of thermal expansion that is similar to the coefficient of 
thermal expansion of the semiconductor material of the semiconductor body. A connecting layer between the semiconductor body 
and the connection plate is preferably formed of hard solder. The dissipator is secured to the connection plate, for example 
through the use of a thermally conductive adhesive. A method for producing a plurality of laser diode components includes making 
many such laser diode components as a unit, and then subsequently cutting them apart. 
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